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 1. 0.98 60

(A)  (B)  (C)  (D)

 2.  = 100 VBE = 0.7 V IB

 (A)10 µA (B)50 µA (C)100 µA (D)500 µA 

 3. h hoe  (A)  (B)

 (C)V/A (D)A/V  

 4. Power-Conversion Efficiency  (A) 

 (B) ×  (C) 

 (D)

 5. Fill Factor  (A)  (B)

 (C)  (D)

 6. BJT  (A)0.1

0.2 V (B)0.7 0.8 V (C)1 2 V (D)3 4 V  

 7. BJT  (A)  (B)

forward active region  (C) reverse active 

region  (D)

 8. npn

 (A)  (B)  (C)

 (D)

 9.  (A)

 (B)  (C)  (D)
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10. BJT

 (A)  (B)  (C)  (D)

11. BJT saturation mode cut-off 

mode  (A) 

majority carrier  (B)

minority carrier  (C)  (D)

12. vo (t) (A) -10/11 V (B)10/11 V (C)-10 V (D)10 V 

13. vo (t)  (A)
( )dvi t

RC
dt

 (B)
( )dvi t

RC
dt

(C)
1

( )vi t dt
RC

 (D)
1

( )vi t dt
RC

14.  (A) Gain Desensitize  (B)

 (C)  (D)

15.  (A) CE  (B) CB  (C)

CC  (D) CS

16. Vo  (A)-2 (B)-15 (C)15 (D)2 

17. Vi1= 1V, Vi2 = 2V  (A)1 

V (B)2 V (C)-2 V (D)-4 V 
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18.  (A)  (B)

 (C)  (D) Schmitt trigger circuit

19.  (A)  (B)  (C)  (D)

20.  (A)

 (B)  (C)  (D)

21. p  (A)

ions  (B) ions  (C)

carriers  (D)

carriers

22. Diffusion capacitance

 (A)  (B)

(C)  (D)

23.  (A)  (B)

 (C)  (D)

24. BJT

MOSFET  (A)MOSFET

 (B)MOSFET

 (C)MOSFET  (D)MOSFET

25. NMOSFET iD = K (VGS – Vt)
2
(1 

+ VDS)  (A)Vt > 0 (B)VGS > Vt (C)

(D)K
L

W

26.

 (A)  (B)

 (C) duty cycle

(D)

27.  MOSFET  (A) 

 (B)  (C)

 (D)
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28. Schmitt Trigger  (A)

Body Effect  (B) Hysteresis Effect  (C) Miller Effect  (D)

Early Effect

29.  (A)  (B)  (C)  (D)

30.  (A)  (B)  (C)  (D)

31.

 (A) 70.7 (B)63.2 (C)50 (D)36.8  

32. BJT Cascode

(A)
1

LC R
 (B)

1

eC r
 (C)

1

( 2 )( // )SC C r R

(D)
1

(1 )( // )m L SC C g R r R

33. Frequency Response

(A) Direct-Coupled  (B)

Capacitively Coupled  (C) Highpass

 (D) Lowpass



宏
典
文
化

版
權
所
有

7

34. Miller Effect  (A)

1  (B) (C)
 (D)

35. J-K flip-flop Jn = 1 Kn = 1 Qn+1

  (A) nQ  (B)1 (C)0 (D) nQ

36. A B Y  (A) AND 

gate  (B) OR gate  (C) NOT gate  (D) exclusive OR gate

37.  (A)Y VDD (B)Y

0V (C)Y = A+B (D)Y = AB  

38. (A) OR gate  (B) 

AND gate  (C) NOR gate  (D) NAND gate

39. CMOS NAND  (A) 3 (B)4 (C)6 

(D)8  
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40. CMOS SRAM cell  (A)

BL BL  (B)  (C)

 (D)
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( 1511) 40

01  10 11  20 21  30 31  40 

DBDDDADDAA BCBBCBBDBA CDBADCABAA ADBADDABCB 

1. D

1iA 1VA

(D)

2. B

0.7BEV V BI

BI

12
12 6

12 12B

K
V V

K K

0.7 5.3 5.3
1

5.3
53

1 100

E
E B E

E E
B

V
V V V V I mA

K
I I mA

I A

(B)

3. D

BJT h oe mh g / /A V

4. D

/

5. D

-

( mV ) ( mI ) m m mP V I

ocV ( ) scI ( ) ( FF )

m m

oc sc

V I
FF

V I
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1

( ) (D)

6. A

BJT ( NPN) ( 0.7BEV )

( 0.5 ~ 0.6BCV V ) 0.1 ~ 0.2CE BE BCV V V V

7. D

( 0.7BEV V ) 0.7BV V

5 0.7
0.43 100 0.43 43

10 10
5 43 2 81

CC B
B C B

C CC C C

V V
I mA I I mA mA

k k
V V I R m k V

BJT 0.3CEV V

0.3CV V
5 0.3

2.35
2 2

CC C
C

V V
I mA

k k
2.35

5.46 100
0.43

C
F

B

I m

I m

8. D

BJT

( )

( )

9. A

( ) ( )

10. A

0BCV V BJT 0.7BEV V

BEmVg

erBEV
or
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oe rr //
CEBE VV

- ( PN ) 0.7V

0.7V

(A)

11. B

BJT

( )

12. C

0V V V 1K

1 1 0
1

1 1
10

0 1 10 10

i

o i

V
I mA

K K
v V I k

m K V

13. B

C

R

oV

DDV

DDV

iV

0V V V OP R

( )C i
C i

dV d dV
I C C V V C

dt dt dt
R

0o o o
R

V V V V
I

R R R

i o i
C R o

dV V dV
I I C V RC

dt R dt

14. B

( )

B( )
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15. C

16. B

OP OP ( V IR

OP ) 1k 1k

2V V ( ) (0 2) 2oV A V V A A A OP

( OP ) OP

OP 2V V ( )

15oV V

17. B

( )

(i) 1 1, 0V V V 1V

DDV

DDV

1R

2R

ov
'

iv

2
'

1

2
1 1 3

1
o

v
i

v R
A

v R

'

2

2 2

2 3
iV R

V R R

'
2

'
2 2

2 2 2

2
3 ( ) 2 4

3

o o i
v

i

o

V V V
A

V V V

V V V V

(ii) 2 2, 0V V V

1R

2R

DDV

DDV
oviv

1 2
1 1

1 1

2 2 2o
V o

V R
A V V V

V R

(i)(ii) 1 2 2 4 2o o oV V V V V V
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18. D

oV

iV

1R
2R

OP ,L L

V V ,oV L V L L OP

10V 1

1 2

R

R R iV V iV L V V

( )o VV A V V L OP L

,L L OP

,L L

(D)

19. B

1 1C D 2 2D C

0V 2 pV pV

2 pV (B)

20. A

d
d

v
v E

E

21. C

( ) P

22. D

( N

P )

(

) (D)
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23. B

0

0

1

j
j

R

C
C

V

V

0 0,jC V RV

24. A

BJT MOSFET

MOSFET ( 0)

BJT MOSFET (A)

25. D

21
( ) (1 )

2D n OX GS t DS

W
I C V V V

L

W
K

L

(D)

26. C

V V OP ov L

OP 2

1 2

R
V L

R R 2D

RC V V OP OP

ov L OP

2

1 2

R
V L

R R 1D RC V V OP

(

,L L )

H LT T T ,H LT T 1( L ) 0(

L ) duty cycle H

H L

T

T T
1

,H LT T

(C)

27. A

MOSFET

( )

(A)
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28. B

oV

iV

1R
2R

L  ( OP ) OP V

1 1

1 2 1 2

1

1 2

,o

R R
V V V L

R R R R

R
orV L

R R

iV

(B)

29. A

1Z

2Z

iV
oV

2

2
22

2 1 22

1 1 1 1 2

11
// 1

1
o

V
i

R

sC
R

RRV Z R RsC sR CsCA
V Z R R R sR C

1 20 Vs A R R ( 1 2R R )

1 2 0V

R R
s A

3
2

1
dB R C

(A)

30. A
(Schmitt trigger circuit) RC

oV OP L L ,

L V V 1

1 2
o

R
V V

R R oV V

RC C V V L

V V 1

1 2
o

R
V V

R R
( ) C RC V V

OP oV L

L L (

)
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31. A

( )
1

M
V

H

A
A s

s
,M HA 3dB ( )

2 2
( ) 0.707

21 11

M M M
V M

H

H

A A A
A s A

j

( ) 0.707

70.7%

32. D

0, 0CC BIASV V I

LR

SR

ov

sv

C

C

C

C

(

)

BE II )1(

BmIg

erAC

ov

iV

LR

BI

SR

er

BmIgBI

,e
m m

r r
g g

( LR )
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(i) C ( 0CC BIASV V V ) ( ) LR

( BJT LR LR )

LC R
1 1

LC R

(ii) C ( 0CC BIASV V V ) er (

BJT er er ) eC r

1 1

eC r

( SR )

(iii) C ( 0, 0sI V ) ( ) //SR r (

BJT r ) 1 ( // )SC R r

Y
v

X

V
A

V

Z
XV YV

XV
YV

vA

Z

1 11 vA

Z

(iv) C ( 0, 0sI V ) C (

BmIg

er

ov

LR

BI

SR

er

BmIgBI

eout rR

)1( vAC

1o
v m out m e m

s m

v
A g R g r g

v g

(1 ) (1 1) 2VC A C C ( ) //SR r (

BJT r ) 2 2 ( // )SC R r

(iii) (iv)
'

1 2 ( // ) 2 ( // )

( 2 )( // )
S S

S

C R r C R r

C C R r '

1 1

( 2 )( // )SC C R r

(D)
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33. B

34. A

Y
v

X

V
A

V

Z
XV YV

XV
YV

vA

Z

1 11 vA

Z

1
Z

sC
( )

1
1

1 [ (1 )]V V

sC
A s C A

(1 )eq VC A (A)

35. D

J-K S-R J-K 1

S-R

J-K 1
( , ) (1,1) ( , )

( ( 1), ( 1))

J K Q Q

Q n Q n

( 1) ( )Q n Q n

36. D

OR (NOT) OR

( ) ( ) 0 0Y A B A B AA AB AB BB AB AB AB AB A B

(exclusive OR gate)

37. A

PMOS  PMOS

PMOS DDV (Y )
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DDV

V0

C

DI
oV

PMOS DDV

Y AB

38. B

A=5V ( ),B=0 ( ) A ,  Y=A=5V Y B , B

Y 5V( 1) , A B

5V( 1) AND Y A B

39. C

NAND Y ABC A B C 1( )

A B C 1 0( )

NMOS 0V(

0) PMOS DDV  ( 1)

NMOS PMOS

A B C NMOS PMOS 1

A B C 1 PMOS NMOS 0

CMOS NAND 

A

A

B

B

C

C

DDV

Y

40. B

SRAM DRAM DRAM (

) SRAM (B)


